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post-transition metal oxides 826

Potentialeffekttransistor 306

Poynting-Vektor 689

pre-transition metal oxides 826

primitive Einheitszelle 3

program verify voltage 421

Programmierpriifspannung 421

PROM 406

pseudomorph 487

punch through 336

punch-through 103, 346, 351, 354, 363,
374, 531-533, 618, 648, 765

punch-through effect 258

Punktkontaktgleichrichter 171

PVCR 508, 542, 604

0

quadruple-level cells 420
Quantendrihte 52

Quanteneffizienz 722, 728, 732, 737, 744,
769

Quantenkaskadenlaser 711

Quantenpunkte 52

Quantenpunktinfrarot-
photodetektoren 770

Quantenpunkt-SOA 713

Quantenpunktsolarzellen 788

Quantentopf 49, 670

Quantentrog 49

quantum cascade laser, QCL 711

quantum well 49, 670

quantum-dot infrared photodetectors,
QDIPs 770

quantum-dot solar cell, QDSC 788

quantum-well HEMT 488

quantum-well infrared photodetectors,
QWIPs 767

quantum-well laser 708

Quasi-Fermi-Niveau 84,91, 685, 698, 787

Quasikonstantspannungs-
skalierung 350

Quasisdttigung 285

quenched dipole-layer mode 595

quenched dipole-layer oscillators 595

R

Radiofrequenzidentifikation, RFID 814
Radiolumineszenz 668

raised source drain 368

RAM 405

Randeffekt 232

random access 764

random access memory 405
random doping fluctuation, RDF 356
random telegraph noise 436
Raumladung 40
raumladungsbegrenzter Strom 225
Raumladungsdichte 275
Raumladungseffekt 41, 568
Raumladungsinstabilitit 589
Raumladungswiderstand 559
Raumladungszone 11,73
Rauschen 109, 729
Rauschfaktor 740
Rauschkonstante 522
Rauschmafi 571
Rauschtemperatur 601
Rauschzahl 280, 477, 522, 571
reach through 272
reach-through-APDs 744
Reach-through-Diode 577

read only memory 405
Read-Diode 554, 567
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Reaktanz 112
Reaktionsgeschwindigkeit 729
reaktive Grenzfrequenz 520
real-space transfer 553
real-space-transfer diode 602
recessed channel 478
reduzierte Masse 667
Reflexionskoeffizient 45, 675
regenerative Riickkopplung 533
Rekombinations-
geschwindigkeit 150
Rekombinationsoberfliche 821
Rekombinationsrate 725
Rekombinationszentrum 282
relative Helligkeit 663
relative luminosity 663
relaxation oscillation frequency 705
ReRAM 441
resistance temperature detector 803
resistive Grenzfrequenz 520
resistives RAM 437
resonante Tunneldiode 540
resonanter TFET 384
resonanter Tunnelstrom 541
resonantes Tunneln 712
Resonanzspannung 509
Resonanzstrom 509, 515
responsitivity 722
responsivity 728
Retentionszeit 407, 435
reverse recovery period 636
Reziproker Gittervektor 6
rf glow-discharge decomposition 784
ribbon silicon 782
Richardson-Konstante 147
roll-off 270
ROM 405
root mean square value, RMS value 724
RRAM 437
RST 553
RST-Diode 602
RST-Transistor 604
RTD 508, 540
RTD-Oszillator 545
Riickseitenfeld 782
Riickwirtsdiode 523
Riickwirtsspannung 78

S

safe operating area, SOA 288
Salizidprozess 366
SAMOS 411
Séttigungsbereich 458

Sattigungsgeschwindigkeit
565

Séttigungsmodus 257

Sattigungsspannung 319

Sdttigungsstrom 254, 319

Séttigungsstromdichte 88

saturation mode 258

SAW-Wandler 811

Scherwelle 813

Schichtkapazitit 78

Schieberegister 754

Schlitzantenne 545

Schottky-APDs 745

Schottky-Barriere 127

Schottky-Barrierenabsenkung 137

Schottky-Barrierenhhen 169

Schottky-Diode 39, 735

Schottky-Drain 366

Schottky-Photodioden 737

Schottky-Source 366

Schreib-Lese-Speicher 405

Schrotrauschen 110, 581, 724, 727, 730,
740, 742, 744

Schutzring 164, 172, 743

schwache Injektion 36

schwache Inversion 193

schwarzer Strahler 663

Schwarzkdrperstrahlung 723

Schwellspannung 308, 326, 340, 352, 353,
458, 461, 483

Schwellspannungsfluktuation 356

Schwellstrom 693

SCM 437

SCR 616

SD-Diode 568

SDHT 479

Seebeck-Effekt 804

sektorieller MAGFET 824

Selbsterhitzung 296

Selbsterhitzungseffekt 57, 256

selbstgenerierender Sensor 800

selbstgenerierender Wandler 811

selbstjustierende Prozesse 478

select transistor 412

self-aligned 478

self-aligned silicide 366

self-ordering after epitaxy 710

semiconductor optical amplifier, SOA 712

separate confinement heterostructure, SCH
695

separate-confinement heterostructure 710

sequenzielles Tunneln 542

Serienwiderstand 174

SET 385,388

30, 322, 484,
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SGVC 430

SHBT 293

Shockley-Diode 617, 632

Shockley-Gleichung 83,110

Shockley-Read-Hall-Rekombination 250

shunt-current 624

shunt-resistance 624

SiC 616

sicherer Betriebsbereich 288

SiC-Thyristor 621

Signal-Rausch-Verhiltnis
760

signal-to-noise ratio, SNR 723, 742

silicon on insulator, SOI 356, 368

silicon on nothing 365, 368

silicon-controlled rectifier 616

Silizide 137

Silizidkontakttechnologie 366

Silizium-auf-Saphir, SOS 368

Silizium-auf-Zirkonoxid, SOZ 368

SIMOX 369

single gate vertical channel 430

single-electron memory cell, SEMC 390

single-electron transistor 385

single-layer antireflection coating, SLAR
783

single-level cell 420

single-mode laser 697

single-temperature model 583

Si-Photodioden 693

SIT 647

Site-binding-Theorie 827

SIThy 651

SIT-I-V-Kennlinien 650

Skalierung 348, 432

Skalierungsbeziehungen 574

Skalierungsfaktor 350

Skalierungsregeln 347

Skin-Effekt 569

Skin-Tiefe 569

SLC 420

Smith-Diagramm 277

snap-back property 615

snelliussches Gesetz 675

SNR 727,730, 744

SoC 379

SOI 356, 368

solid state disk 433

SON 368

SONOS 417

Source 309

source pocket 830

space-charge-limited current 647

s-Parameter 277

723,727, 742,
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spectral response, SR 781
Speichereffekte 570
Speicherphase 107
Speicherschaltdiode 115
Speicherzeit 282
spektrale Empfindlichkeit
Sperrschicht-FET 455
Sperrschichtkapazitit 93
Sperrschichttemperatur 558
spezifischer Kontaktwiderstand 178
spezifischer Widerstand 23
Spiegelladungen 129, 137
Spiegelreflektivitit 713

spin-transfer torque 437, 443
Split-Drain-MAGFET 824

spontane Emission 683

spreading resistance measurements 620
Sputterbeschichtung 172

SRAM 379, 437

SSD 433

stack and punch 426

starke Inversion 193

static noise margin, SNM 379
statischer Influenzsthyristor 651
statischer Influenzstransistor 647
step-recovery diode 115
Stevenson-Keyes-Methode 59
stimulierte Emission 683

storage class memory 437
Storstellenreserve 19
Storstellenstreuung 21

Stofiionisation 30, 97, 234, 358, 407, 569
Strahlenschidden 110, 519

stress 811

Streuparameter 277
Stromdichtegleichung 54, 149, 778
Stromfdden 571

Stromgleichungen 286, 318
Stromsittigung 321
Stromverstirkung 247,253

778, 781

STT 437
STT-MRAM 437,443
Subbinder 51, 540

substrate bias effect 336
Substratkontakt 310
Substratvorspannung 326
sub-threshold slope-factor 829
subthreshold swing 327
subwavelength structures, SWS 783
superlattice laser 710

surface acoustic wave 811
surface CCD, SCCD 762
surface pinning 135, 137
system on chip 379

T

Tandemzellen 786

tatsidchliche Skalierung 350

TCAT 427

TCM 442

TDDB 234

TED 553, 582

TEGFET 479

Temperaturmessdiode 802

Temperaturmesstransistor 803

Temperaturmesswiderstand 803

terabit cell array transistor 427

Terabit-Zellen-Array-Transistor 427

texturierte Oberfliche 783

TFET 382

TFT 370

T-Gate 479

thermal runaway 57, 95, 286

thermal voltage 227

thermionische Emission 39, 139, 145, 156,
225,578

thermionische Emissions-Diffusions-
Theorie 151

thermionische Emissionstheorie 527

thermionische Feldemission 156

thermionischer Emissionsstrom 538

thermionisches Emissionsmodell 127

thermisch-chemischer Speicher 442

thermische Detektoren 721

thermische Geschwindigkeit 22

thermische Instabilitit 95

thermisches Davonlaufen 57,95, 286

thermisches Rauschen 110

Thermistor 801

thermoelektrische Giitezahl, ZT 806

THETA 537, 538

thin-film transistors 369

Thomson-Effekt 804

through-silicon via 423

Thyristor 615

THz-Oszillator 545

tiefe Storstellen 131

tiefe Verarmung 200

time-dependent dielectric breakdown 234

TMR 443

tote Zone 598

transfer efficiency 758

transfer inefficiency 759

Transferineffizienz 759, 762

transferred-electron device 553, 582

transferred-electron effect 28, 463, 466,
474, 553, 583

Transferzeit 507

transistor thermal sensor 803

Transistor-Transistor-Logik, TTL 290
transit-time dipole-layer mode 594
Transitwinkel 561, 564

Transitzeit 378, 561, 726
Transitzeiteffekt 559
Transkonduktanz 255, 308, 323, 470
Transmissionskoeffizient 45, 228
Transportmasse 513

transversal akustische Mode (TA) 42
transversal optische Mode (TO) 42
traps 131, 483, 488

Triac 639

triggering time 287

Triggerstrom 633

Triggerzeit 287

triode ac switch 639
Triodenschalter 641

triple-level cells 420

TSV 423
Tunneldiode 508
Tunneleffekt 39, 95, 143

Tunnelemission 224
Tunnelfeldeffekttransistor 382
tunneling hot-electron transfer amplifier
537
Tunnelinjektionlaufzeitdiode 582
Tunnelmagnetowiderstand 443
Tunnelprozesse 39
Tunnelspektroskopie 522
Tunnelstrom 153
Tunnelstromdichte 526
Tunnelwahrscheinlichkeit
Tunnelzeit 507
TUNNETT-Diode 582
turnover voltage 95
Typ-I-Heteroiibergang 49
Typ-II-Heterostruktur 51
Typ-II-Heteroiibergang 49
Typ-11I-Heteroiibergang 49

40, 154, 507

U
Ubergangsenergie 722
Ubergangswahrschein-

lichkeit 507
Ubergitter 51
Ubergitterlaser 710
Uberschussladung 249
Uberschussspannung 324
Uberschussstrom 510, 517
Ubertragungseffizienz 759
Ubertragungsverlust 693
Ubertragungswirkungsgrad 758
UCSD-HBT-Modell 272
ultrathin body 431



Simon M. Sze, Yiming Li und Kwok K. Ng: Physik der Halbleiterbauelemente — 2021/8/20 — Seite 887 — le-tex

unified memory 437
unilateral gain 475
Unschirferelation 386
unterbrochene Bandliicke 49
Unterschwellenbereich 327
Unterschwellenstrom 345, 378
UTB 431

U-Turn-Struktur 432

"4

Vakuumniveau 128

Valenzband 8

valley current 509

vapor phase epitaxy 680

Varaktor 112

Variolosser 115

Varistor 112

VBIC-Modell 268, 269

VCM 441

VCSELs 711

velocity overshoot 30, 323

Verarmung 11, 189

Verarmungsbreite 80

Verarmungsladung 352

Verarmungsmodus 344, 648

Verarmungsniherung 40, 75, 140, 150,
196

Verarmungsschicht 129

Verarmungsschichtkapazitit 78, 130

vergrabener Kanal 308, 343

vergrabenes CCD 762
Verlustleistung 380

Versetzungen 48
Verstdrkungs-Bandbreiten-Produkt 739
vertical-cavity surface-emitting lasers 711
vertikale Bauelemente 283, 494
vertikaler Resonator 711

vertikaler Ubergang 666
Verzogerungszeit 282
Vierpolparameter 264
Vier-Punkt-Messung 24
Vorwirtsspannung 78

w
Wanderwellen-SOA 713
Wirmeleitung 45
Wasserstoffatom 15
Wasserstoffmodell 16
wavelength tuning 706
Webster-Effekt 255, 265
Wechselstromimpedanz 560
weifles Rauschen 110
Weifllicht-LED 669, 679
Wellenleiter 687
wetting layer 788
wide-gap semiconductors 178
Widerstand 520
Wigner-Seitz-Zelle 6
Wirkungsgrad 593
Wirkungsgrad der Mikrowellenerzeugung
567
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WKB-Ndherung 40, 383, 512
work function 118, 188
work function difference 216
wrapped-gate 373
Wurtzit-Gitter 5

X
x-y-footprint 429

Y

Young’s modulus 807

4

Zeilenkamera 754

Zeilentransfer 754

Zener-Diode 112, 383
Zener-Spannung 112
Zinkblende-Gitter 3

Ziindstrom 632

Ziindthyristor 632

Zustandsdichte 52, 146, 709
Zustandsdichtemasse 513
zweidimensionale Subbidnder 218
zweidimensionales Elektronengas 219
Zweipolnetzwerk 277

zweiteilige lineare Approximation 321
zweiteilige lineare Ndherung 463
zweiter Durchbruch 287
Zwei-Transistor-Analogon 622
Zwischengitterzustand 37












